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Im Rahmen eines EU-Projekts ist es gelungen, die entsprechenden finanziellen Mittel
bereitzustellen, um eine ,,Metal-Organic-Vapor-Deposition“ (MOCVD)-Anlage an-
schaffen zu konnen, mit deren Hilfe GaN-Schichten hergestellt werden sollen. Mit Un-
terstiitzung des BMWYV und der Landesregierung von Oberosterreich wurde die not-
wendige Infrastruktur geschaffen, um diese aufwendige Herstellungsmethode betreiben
zu konnen.

GaN- und GaAIN-Schichten werden in der Halbleiterindustrie hauptsichlich fiir optoe-
lektronische und Hochfrequenz-Bauelemente eingesetzt. Es besteht daher von Seiten der
Industrie sehr groBes Interesse, den Herstellungsprozess sehr genau iliberwachen zu
konnen, um den Ausschuss bei der Produktion zu minimieren. Unsere Aufgabe in die-
sem EU-Projekt liegt daher in der Entwicklung einer Untersuchungsmethode, mit der
bei laufendem Wachstum, das bei einer Temperatur von rund 1000 °C erfolgt, die
Schichtzusammensetzung und die Dicke mit einer Auflésung von Nanometern gemes-
sen werden konnen. Dafiir wurde von uns ein spezieller Reaktor entworfen, der mit op-
tischen Fenstern versehen ist, um wihrend des Wachstums spektral aufgeldste Ellipso-
metrie und ,,Reflection Difference Spektroscopy* betreiben zu kdnnen.

Das Interesse an dieser Methode ist von Seiten der Industrie sehr groB3. Dies spiegelt
sich auch in der Zahl der Firmen wieder, die mit im Konsortium des EU-Projekts mitar-
beiten. Darunter sind: Aixtron — Aachen, Philips — Almelo, EPI — Cardiff und Thomp-
son — Paris.
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